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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體記憶裝置，其包含：
複數個記憶體塊區域，其等於第 1方向上排列；
連接區域，其相對於上述複數個記憶體塊區域於上述第 1方向上排列；及
配線區域，其於上述第 1方向上延伸，於與上述第 1方向交叉之第 2方向上與上述複數
個記憶體塊區域排列；

上述複數個記憶體塊區域係各自包含：

複數個記憶體串，其等於上述第 1方向上延伸，於上述第 2方向上排列；及
第 1配線，其於上述第 2方向上延伸，共通地連接於上述複數個記憶體串；且
上述配線區域係包含於上述第 1方向上延伸，共通地連接於與上述複數個記憶體塊區域
對應之複數個上述第 1配線之第 2配線；
上述連接區域係包含於與上述第 1方向及上述第 2方向交叉之第 3方向上延伸，電性連
接於上述第 2配線之接觸電極；
於上述第 1配線與上述第 2配線之間之電流路徑設置第 1電晶體。

2.　如請求項 1之半導體記憶裝置，其包含：
複數個記憶體層，其等於上述第 3方向上排列；且
上述複數個記憶體層係各自包含上述複數個記憶體串、上述第 1配線、上述第 2配線、
及上述第 1電晶體；
上述連接區域係與上述複數個記憶體層對應地包含複數個上述接觸電極。

3.　如請求項 1之半導體記憶裝置，其中
於上述第 2配線與上述接觸電極之間之電流路徑設置第 2電晶體。

4.　如請求項 1之半導體記憶裝置，其中
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於上述第 1配線與上述第 2配線之間之電流路徑，與上述第 1電晶體並聯地設置第 3電
晶體，

上述第 1電晶體係 N型電晶體，且
上述第 3電晶體係 P型電晶體。

5.　如請求項 1之半導體記憶裝置，其中
上述第 1電晶體之閘極電極包含：
複數個第 1電極，其等於上述第 3方向上延伸；且
上述複數個第 1電極於上述第 1方向上排列。

6.　如請求項 5之半導體記憶裝置，其中
上述複數個記憶體串各自包含：

複數個記憶胞，其等於上述第 1方向上排列；及
複數個記憶體閘極電極，其等與於上述第 1方向上排列之複數個記憶胞對應地於上述第
1方向上排列；且
上述複數個第 1電極排列之間距，與上述複數個記憶體閘極電極排列之間距相等。

7.　一種半導體記憶裝置，其包含：
第 1記憶體層及第 2記憶體層，其等係各自包含：
複數個記憶體塊區域，其等於第 1方向上排列；及
配線區域，其於上述第 1方向上延伸，於與上述第 1方向交叉之第 2方向上與上述複數
個記憶體塊區域排列；且

該第 1記憶體層及該第 2記憶體層係排列於與上述第 1方向及上述第 2方向交叉之第 3
方向上；及

層間絕緣層，其設置於上述第 1記憶體層與上述第 2記憶體層之間；且
上述複數個記憶體塊區域係各自包含：

複數個半導體部，其等於上述第 1方向上延伸，於上述第 2方向上排列；及
第 1配線，其於上述第 2方向上延伸，共通地連接於上述複數個半導體部；且
上述配線區域包含於上述第 1方向上延伸，共通地連接於與上述複數個記憶體塊區域對
應之複數個上述第 1配線之第 2配線；且設置：
複數個記憶體閘極電極，其等於上述第 1方向上排列，於上述第 3方向上延伸，與上述
複數個半導體部中之 1者即第 1半導體層及上述層間絕緣層對向；及
選擇閘極電極，其設置於上述複數個記憶體閘極電極與上述第 1配線之間，於上述第 3
方向上延伸，與上述第 1半導體層及上述層間絕緣層對向；且
上述第 1半導體層之與上述選擇閘極電極對向之側面之至少一部分係
設置得較上述層間絕緣層之與上述選擇閘極電極對向之側面靠上述選擇閘極電極側。

8.　如請求項 7之半導體記憶裝置，其中
於上述第 1半導體層與上述選擇閘極電極之間包含閘極絕緣層；
上述閘極絕緣層包含：

第 1部分，其覆蓋上述第 1半導體層之上述第 2方向之側面之至少一部分；及
第 2部分，其覆蓋上述第 1半導體層之上述第 3方向之側面之至少一部分。

9.　如請求項 7之半導體記憶裝置，其中
上述第 1記憶體層及上述第 2記憶體層係各自
於上述第 1配線與上述第 2配線之間之電流路徑包含第 1電晶體。

10.   如請求項 9之半導體記憶裝置，其中
上述第 1電晶體係包含第 2半導體層，且
設置於上述第 3方向上延伸，與上述第 2半導體層及上述層間絕緣層對向之第 1電極，
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上述第 2半導體層之與上述第 1電極對向之側面係
設置得較上述層間絕緣層之與上述第 1電極對向之側面，靠上述第 1電極側。

圖式簡單說明

圖 1係顯示第 1實施形態之半導體記憶裝置之一部分構成之模式性俯視圖。
圖 2係顯示該半導體記憶裝置之一部分構成之電路圖。
圖 3係顯示該半導體記憶裝置之一部分構成之模式性俯視圖。
圖 4係將圖 3之一部分放大顯示之模式性俯視圖。
圖 5係包含圖 4所示之部分之模式性立體圖。
圖 6係沿著 A-A’線切斷圖 4所示之構造並沿著箭頭方向觀察之模式性剖視圖。
圖 7係沿著 B-B’線切斷圖 4所示之構造並沿著箭頭方向觀察之模式性剖視圖。
圖 8係沿著 C-C’線切斷圖 4所示之構造並沿著箭頭方向觀察之模式性剖視圖。
圖 9係顯示連接區域 RHU之一部分構成之模式性俯視圖。

圖 10係沿著 D-D’線切斷圖 9所示之構造並沿著箭頭方向觀察之模式性剖視圖。
圖 11係沿著 E-E’線切斷圖 9所示之構造並沿著箭頭方向觀察之模式性剖視圖。
圖 12係用於就第 1實施形態之半導體記憶裝置之變化例進行說明之模式性俯視圖。
圖 13係顯示第 2實施形態之半導體記憶裝置之一部分構成之電路圖。
圖 14係顯示該半導體記憶裝置之一部分構成之模式性俯視圖。
圖 15係用於就第 1實施形態及第 2實施形態之半導體記憶裝置之製造方法進行說明之模式性
俯視圖。

圖 16係用於就該製造方法進行說明之模式性剖視圖。
圖 17係用於就該製造方法進行說明之模式性剖視圖。
圖 18係用於就該製造方法進行說明之模式性剖視圖。
圖 19係用於就該製造方法進行說明之模式性俯視圖。
圖 20係用於就該製造方法進行說明之模式性剖視圖。
圖 21係用於就該製造方法進行說明之模式性俯視圖。
圖 22係用於就該製造方法進行說明之模式性剖視圖。
圖 23係用於就該製造方法進行說明之模式性俯視圖。
圖 24係用於就該製造方法進行說明之模式性剖視圖。
圖 25係用於就該製造方法進行說明之模式性俯視圖。
圖 26係用於就該製造方法進行說明之模式性剖視圖。
圖 27係用於就該製造方法進行說明之模式性俯視圖。
圖 28係用於就該製造方法進行說明之模式性剖視圖。
圖 29係用於就該製造方法進行說明之模式性俯視圖。
圖 30係用於就該製造方法進行說明之模式性剖視圖。
圖 31係用於就該製造方法進行說明之模式性俯視圖。
圖 32係用於就該製造方法進行說明之模式性剖視圖。
圖 33係顯示第 3實施形態之半導體記憶裝置之一部分構成之模式性俯視圖。
圖 34係顯示第 4實施形態之半導體記憶裝置之一部分構成之模式性俯視圖。
圖 35係顯示第 5實施形態之半導體記憶裝置之一部分構成之模式性剖視圖。
圖 36係用於就該半導體記憶裝置之製造方法進行說明之模式性剖視圖。
圖 37係用於就該製造方法進行說明之模式性剖視圖。
圖 38係用於就該製造方法進行說明之模式性剖視圖。
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